ELECTRONICA BASICA

Fuentes de Corriente y
Tensiones de Referencia
Problemas

ResPrB.II-1
Problema 1(a)
* M, Sat:
VDD= +5V
d}m KA R, §300 kQ I
M, M, M; +
l I|— | Vo =125V
I 16 8 I|_ s 1 _
2 2 2 l

* Dimensiones de puerta en pm

2L,
Vg, =Vioy + DL _ (.98 V
GS1 TON W K

1" *n
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Problema 1(a)

d)m nA R, 2300 kQ Io
4_
Ml M2 M3 +
' | | Vo =
:II 16 s | s 1 0 2.5_V
e ]
*gimensiones de puerta ffpm =
W
— 2 _ _ _
lp, =215, =8 uA — V., =V, —1,,R =26V
Wl
VGS2 :VG319 VGSl _VTON 20.18V<VD52 =26V
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Problema 1(a)

* M; Sat:
M;
:II
I1

* Dimensiones de puerta en pm

Vpp=+t5V

300 kQ Io
4_

A

=

2

1=
=

N[
™| o

Vess =Vesis Vass —Vioy =0.18 V<V, =25V
W
lo = Ips :W3ID1 =8 UA

1
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Problema 1(a)

Vpp=+5V

M, Sat:
d)m KA R, 2300 kQ Io

M, M,
| |
I1 s 1

2

* Dimensiones de puerta en um

N[

W, . 2 V..,—-V
|D2 = 5:2 Kn (Vesz _VTON ) (1 + /’LnVDsz) = DDTIDSZ
Vg, =254V > 15, =82 uA
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Problema 1(a)
* M; Sat:
Vpp=+t5V
d}m KA R, §300 kQ Io
4_
M, M, M, +
| 1= I L
:I'E = 1 Vojz.s_v
2 2 2

* Dimensiones de puerta en um

1W, .
Ios = 5?3 K, (VGS3 —Vion )2 (1 + ﬂ‘nVDS3) =8.2uA
3

O:
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Problema 1(b)

M, Sat: Vpp=+5V

* Dimensiones de puerta en pum

lop =20 kA = Vg5, =Vyop|+ 2hlon 14y
WK
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Problema 1(b)

M, Sat:

* Dimensiones de puerta en pm

W
IDP2 :W2IDP1 =10 uA — VSD2 :VDD_IDPZRI =2V

1

Vsez :VSGU Vsez _’VTOP‘ =034V <Vsoz =2V
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Problema 1(b)

. M3 Sat: Vop=+5V
* Dimensiones de puerta en pm =
Vses :VSGI’ Vses - NTOP =034V <VSD3 =25V
W
lo =lppy = 1o =10 uA
3 W1
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Problema 1(b)
° MZ Sat: Vpp=+5V
* Dimensiones de puerta en pm =
1w, 2 V,, -V
o, =2 1% K., (Vegs = Nrop|) (14 24, Vsp, ) = —22—502
2 1

Vo, =188V = 1,,=1037 uA
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Pr

oblema 1(b)

* M; Sat:

Vop=+t5V

1w, . 2
|, = Ef K., (Vsss = Miop|) (1+ 4, Veps ) =10.5 uA
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Problema 2(a)
* MOSFET saturados.
Vop=+2.5V

18

e
R, §350 kQ M; Ve M7 | Iy,

Vos E

Vos E
¢ Tor M ¢ Ip;

Vo
My
|

7

4
* Dimensiones de puerta en um
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Problema 2(a)

VDD _VGSI _Vss
R1

W
D1 2 L1

K;1 (V<351 —Vion )2 =

Vi, =1.16 V. > 1., =10.97 uA

* My My, Mg: Vess =Vass =Vasy =Vos =1.16 V

W W
|D2=W?|D1=10.97,uA |D4=WT|D1=21.94,UA
W
o :WTIDI =32.91 uA
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Problema 2(a)
M3, Mg, M

lops = 15, =10.97 uA = Vggy =Npoo |+ %:124V

37tp

VSG7 :Vses :VSG3 =124V
W

W,
|DP5:\A—/2|DP3:10.97;¢A |DP7=WZ|DP3=19.5/JA

e M,:
Vs =Vpp Vg3 Vs =3.76 V. —> M, =SAT
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Problema 2(b)

Corrientes de salida:

I, =1, =21.94 uA , 1, =1, =10.97 A
los = 1o, =3291 uA , g, =15, =19.5 4A

» Resistencias de salida:
1 1

Ryy=l,=——=114MQ , Ry, =1, = =13 MQ
}‘n D4 ﬂ“p DP5
1 1
Ros =l = =7.6MQ , Ry, =r,= =7.3MQ
ﬂ‘n D6 ﬂ’p DP7
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Problema 2(c)

» Rango de tensiones de salida:

VDD =+25V
R; 2350 kQ
Vo Vos
M, M, My ¢ lo: Mg ¢ Ios
el |
6 6 12 18
T 7 T I—‘ T
Ves=—2.5V * Dimensiones de puerta en pm

V

O3(min)

:VOI(min) =Vs, —Vion =Vass +Vss —Vioy =—2.14V

VOZ(max) :VO4(maX) =Vgs + TOP‘ =Vop —Vees + TOP‘ =216V
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Problema 3(f.3.a)

« MOSFET saturados y libres del efecto substrato.
VDD= +5V

VDD :VGSI +VGSB +Vsos

: lor = 1os = lpps = ler
Vo ®
M, |Vio Vess = Vs

32 I_ ’2L|
! Vesi =Vion + —FEE
L M, ] WlKn
B I?Tz L Vs = Moop|+ 2L per
G5 TOP ~

* Dimensiones de puerta en um

||
gl = u.g-?lp;
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Problema 3(f.3.a)

« MOSFET saturados y libres del efecto substrato.

— Vop=+5V
4
—IOT_ Vop = 2Vioy +2 %+
— ; 1" *n
Ms Vo ®
M My _¢IO +’VTOP‘+ %
A WK
4 4
B M, | lrer = 65 A
N Ve, =Vg, =118V
4 4
1 1 Vg, =2.64V

* Dimensiones de puerta en um
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Problema 3(f.3.b)

« MOSFET saturados y libres del efecto substrato.
VDD= +5V

lo = Ipy = lps = lpee =65 A

Voé O, = /zKr']Vl|D4 :341-3ﬂ
M, vio L Vv

L
e = u.g-?lp;

|- 1
! r,=r,= =3.84 MQ
_Ml M, ] /In D2
Nl
i 1 R, =1, (14 Qpal ) + 1, = 5040 MO

* Dimensiones de puerta en um
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Problema 3(f.3.c)

« MOSFET saturados y libres del efecto substrato.

] Vop=+S5V

4 Vass =Vgsa =Vgs; =1.18V
L] h4,_
M Voi Vg, =Vss, +Vss; =2.36 V
_M3 M4 _¢IO
—1 32 32 I | VDsz :VG4 —VGS4=1.18V

r )
_Ml M, | V(352 :VD52:1.18V—)MZESAT
=1l

! ! Vominy =Ves —Vroy =1.56 V

* Dimensiones de puerta en um
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Problema 3(f.4.a)

« MOSFET saturados y libres del efecto substrato.

Vpp=+5V —
== VDD _VGSI +VGss +VSG7
4
— loi = lps = lopy = lrer
— M )
M, y vod 2L | e
M, 2l Iy Vesi =Vion + '
L 4 M4 o WlKn
i | 4|
- 32 11—
N 4 V.=V + 2L, e
M, M; M, GS3 TON W K'
—tE——F o
—11 32 32 32 11—
4 4 4 211
L - - Vsgr = ’VTOP‘ + = =
= = = WK
* Dimensiones de puerta en pm 7P
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Problema 3(f.4.a)

MOSFET saturados y libres del efecto substrato.
Vop=+5V

4
T 2L1
1o Voo =Vion + 1+
| Mg , WlKn
M 'I: Vo e
21 °
M7 M, |¥lo ooy + %+
g =l i
4 2L 1
M|  Ms M, +Vrop| + ﬂ
— = [ WK
—132 321 32 1
4 3 4

* Dimensiones de puerta en pm
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Problema 3(f.4.a)

MOSFET saturados y libres del efecto substrato.

Vop=+5V
4
L4, 4

It
321
M T M, |¥lo
4
M, Ms M,
—tE——F
I | V) 2 1|
4 4 4

* Dimensiones de puerta en pm

| e =39.75 uA
Vo, =1.1V

Vg, =1.64V
Vg, =2.26V

lo=1,,=1,,=39.75 uA
I, = 1,5 =39.75 A
Vi, =Vgg, =11V

Vg, =Vaes = 1.1V

ResPrB.11-23

Problema 3(f.4.a)

MOSFET saturados y libres del efecto substrato.

Vop=+5V
4
L §,4
— M .
M; 9
Vo @
M; 21 ¢ I
L] 4 M4 o
4
M, Ms M,
At
— 11 32 32 32 11—
r) ry r)

* Dimensiones de puerta en pm

M, = SAT (Vp, > Ve, )
Vg, =V, + Vg, =2.74V
V.

64 =Vgs — Vs =1.64V

Ve =1.64V —> M, = SAT
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Problema 3(f.4.b)

MOSFET saturados y libres del efecto substrato.

Vop=+5V

'I: Vo e
321 ©
M T M, |¥lo
4 lo4

M] M5 MZ
—tE——F
—11 32 32 32 11—

4 4 4

* Dimensiones de puerta en pm

I, =39.75 uA
Ons = 2Kr'1_ID4
— 266,944
v
1
= r =

= =6.29 MQ
2

n"D2

Ro = r04 (1 + gm4r02)+ r02

=10.57 GQ
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Problema 3(f.4.c)

MOSFET saturados y libres del efecto substrato.

Vpp=+5V
k4 V,, =1.64V
L], 4
| M, |
= D) II: Voo  Ves=Vos Vs =054V
_M3 4 My _¢|O
B % 43’_2|— Vye, =0.54V — M, = SAT
4
Ml M5 M2
I 1= 1
! 3_2 2 II_ 2 I VO(min) :VG4 _VTON :()84V
4 4 4

* Dimensiones de puerta en pm
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